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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年4月14日(2011.4.14)

【公開番号】特開2009-206431(P2009-206431A)
【公開日】平成21年9月10日(2009.9.10)
【年通号数】公開・登録公報2009-036
【出願番号】特願2008-49847(P2008-49847)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/322    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/148    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/322   　　　Ｙ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月25日(2011.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＺ法により炭素濃度が１.０×１０１６～１.６×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、初期
酸素濃度が１．４×１０１８～１.６×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３としてシリコン単結
晶を育成し、
　該シリコン単結晶をスライスして、その表面にデバイスを形成した後、厚みを４０μｍ
以下５μ以上まで減厚し、
　その裏面に２００Ｍｐａ以下、５Ｍｐａ以上の残留応力が生じる外因性ゲッタリングを
付与する加工を施すことを特徴とするシリコン基板の製造方法。
【請求項２】
　前記残留応力を生じる加工は、前記シリコン基板裏面に研削加工、および、その後ＣＭ
Ｐ加工であることを特徴とする請求項１記載のシリコン基板の製造方法。
【請求項３】
　前記残留応力を生じる加工は、前記シリコン基板裏面に研削加工、および、その後にお
こなうＣＭＰ加工においてコロイダルシリカまたはシリコン結晶あるいはダイヤモンドラ
イクカーボンからなる硬度２００ＨＶ～１０００ＨＶ程度の硬質なスラリーによるＣＭＰ
加工であることを特徴とする請求項２記載のシリコン基板の製造方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか記載の製造方法により製造されたことをと特徴とするメモリ
素子のシリコン基板。
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